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ScAlMgO4単結晶（以下 SCAM）は室温において YFe2O4

結晶群に属す三方晶系の誘電体単結晶で、高温で相転移

はしない[1]。この結晶は図 1に示すように c面において

GaNエピタキシャル膜との格子定数差が小さく、かつ線

膨張係数が近いため、GaN成長用の基板結晶として注目

を集めている。さらに、基板結晶として InGaN固溶体単

結晶の c面と格子整合する。このため、InGaN固溶体結

晶の格子整合エピタキシャル成長用基板として用いる

ことが可能である。 

今回、この SCAM 基板の結晶特性評価を行った。

SCAM単結晶は、Czochralski法により[0001]方位に育成

した直径 50㎜、長さ 50㎜のインゴットから c面基板を

切り出した。ウエハの外周は直径40㎜に研削している。

図 2に X線の Berg-Barret配置による SCAM(1,1,-2,24)面

の反射トポグラフ観察の結果を示す。撮影は九州シンク

ロトロン光研究センターの BL09 を用いた。この結果、

全面の広い領域で無転位であることが分かった。撮影方

位は異なる 3 方向から行っており、広い範囲で転位は存

在していない。外周部に転位の集積が認められるが、こ

れは外周研削により導入されたものと考えている。 

このようにSCAMはSiと同様に無転位結晶であること

が分かった。この基板の光学特性測定については東レリ

サーチセンターで行った。図 3 に透過率の波長依存性を

示す。屈折率、消衰系数等の測定結果についても報告す

る。 

[1] R. Simura etal., JJAP, 54, 075503 (2015) 

Fig. 2 X ray-topography of SCAM 

Fig. 3 Transmittance of SCAM 

Fig. 1 Several kinds of 

substrate for GaN 
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